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(57)【要約】
【課題】異物をより的確に検出することのできる非接触
給電装置の送電装置、およびこれを備える非接触給電装
置を提供する。
【解決手段】非接触給電装置１の充電装置２は、電力が
供給されることにより交番磁束を発生する１次側コイル
１６、およびこの１次側コイル１６が内蔵されるハウジ
ング１０を有し、ハウジング１０の搭載面１１Ａに携帯
電話３が載せられているときにこの携帯電話３への給電
を行う。充電装置２には、搭載面１１Ａを撮影範囲に含
む撮像ユニット４０が設けられ、撮像ユニット４０と対
向する位置に第２壁部１３が設けられている。そして、
撮像ユニット４０により撮影された画像である撮影画像
に基づいて、充電装置２から携帯電話３への給電態様が
制御される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力が供給されることにより交番磁束を発生する１次側コイル、およびこの１次側コイ
ルが内蔵される１次側ハウジングを有すること、
　ならびに、前記１次側ハウジングの搭載面に受電装置が載せられているときにこの受電
装置への給電を行うこと
　を条件として構成される非接触給電装置の送電装置において、
　前記搭載面を撮影範囲に含む画像撮影部が設けられていること、
　前記画像撮影部と対向する位置に壁部が設けられていること、
　ならびに、前記画像撮影部により撮影された画像である撮影画像に基づいて、前記送電
装置から前記受電装置への給電態様が制御されること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の非接触給電装置の送電装置において、
　前記搭載面上に異物がないときの給電量を通常給電量とし、前記搭載面上に異物がある
ときの給電量を補正給電量として、
　前記搭載面上に異物があるとき、前記送電装置から前記受電装置への給電量を低減する
低減処理が行われること、
　ならびに、前記低減処理として前記補正給電量を「０」にする処理が行われること、ま
たは、前記低減処理として前記補正給電量を「０」よりも大きくかつ前記通常給電量より
も小さくする処理が行われること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の非接触給電装置の送電装置において、
　前記受電装置が前記搭載面上に載せられていない状態を待機状態とし、この待機状態に
おいて前記搭載面上に異物がない状態を通常待機状態とし、前記待機状態において前記搭
載面上に異物がある状態を異常待機状態として、
　前記異常待機状態のときに前記低減処理が行われること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の非接触給電装置の送電装置において、
　前記通常待機状態を示す画像を待機時基準画像として、
　この待機時基準画像と前記撮影画像との間において互いに対応する位置の画素が一致し
ないとき、同撮影画像の画素が待機時異常画素として認識されること、
　ならびに、前記待機時異常画素の数が判定数以上のときに前記低減処理が行われること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれか一項に記載の非接触給電装置の送電装置において、
　前記受電装置が前記搭載面上に載せられている状態を認証状態とし、この認証状態にお
いて前記搭載面上に異物がない状態を通常認証状態とし、前記認証状態において前記搭載
面上に異物がある状態を異常認証状態として、
　前記異常認証状態のときに前記低減処理が行われること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の非接触給電装置の送電装置において、
　前記通常認証状態を撮影した画像を認証時基準画像として、
　この認証時基準画像と前記撮影画像との間において互いに対応する位置の画素が一致し
ないとき、同撮影画像の画素が認証時異常画素として認識されること、
　ならびに、前記認証時異常画素の数が判定数以上のときに前記低減処理が行われること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
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【請求項７】
　請求項５または６に記載の非接触給電装置の送電装置において、
　前記撮影画像のうちの金属色を有する画素を金属画素として、
　前記金属画素の数が判定数以上のときに前記低減処理が行われること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
【請求項８】
　請求項５～７のいずれか一項に記載の非接触給電装置の送電装置において、
　予め登録された異物の形状に相当する形状の画像領域を異物画像領域として、
　この異物画像領域が前記撮影画像内に含まれているときに前記低減処理が行われること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の非接触給電装置の送電装置において、
　前記搭載面上に前記画像撮影部として第１画像撮影部および第２画像撮影部が設けられ
ていること、
　前記搭載面と平行な仮想面上において前記第１画像撮影部の撮影方向と前記第２画像撮
影部の撮影方向とが互いに交差するように前記第１画像撮影部および前記第２画像撮影部
が設けられていること、
　前記搭載面上に前記壁部として第１壁部および第２壁部が設けられていること、
　前記第１画像撮影部と対向する位置に前記第１壁部が設けられていること、
　ならびに、前記第２画像撮影部と対向する位置に前記第２壁部が設けられていること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の非接触給電装置の送電装置において、
　前記画像撮影部として第１画像撮影部および第２画像撮影部が設けられていること、
　前記壁部として第１壁部および第２壁部が設けられていること、
　前記第１壁部と前記第２壁部とが互いに対向していること、
　前記第１画像撮影部が前記第２壁部に設けられていること、
　前記第２画像撮影部が前記第１壁部に設けられていること、
　前記搭載面および前記第１壁部を前記撮影範囲に含む位置に前記第１画像撮影部が設け
られていること、
　ならびに、前記搭載面および前記第２壁部を前記撮影範囲に含む位置に前記第２画像撮
影部が設けられていること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の非接触給電装置の送電装置において、
　前記送電装置には前記１次側コイルとして第１の１次側コイルおよび第２の１次側コイ
ルが設けられていること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の非接触給電装置の送電装置において、
　前記送電装置および前記受電装置の少なくとも一方には表示部が設けられていること、
　ならびに、前記搭載面上に異物があるときに前記表示部にその旨が表示されること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の非接触給電装置の送電装置において、
　前記送電装置の２次側ハウジングに形成されている電力量識別部が前記撮影画像に含ま
れるとき、同撮影画像内の電力量識別部の内容に応じて前記送電装置から前記受電装置へ
の給電量が制御されること
　を特徴とする非接触給電装置の送電装置。
【請求項１４】
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　電力が供給されることにより交番磁束を発生する１次側コイル、およびこの１次側コイ
ルが内蔵される１次側ハウジングを有する送電装置と、前記１次側コイルの交番磁束によ
り誘導電流を発生する２次側コイル、およびこの２次側コイルが内蔵される２次側ハウジ
ングを含む受電装置とを備える非接触給電装置において、
　前記送電装置として請求項１～１３のいずれか一項に記載の非接触給電装置の送電装置
が設けられていること
　を特徴とする非接触給電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力が供給されることにより交番磁束を発生する１次側コイル、およびこの
１次側コイルが内蔵される１次側ハウジングを有すること、ならびに、１次側ハウジング
の搭載面に受電装置が載せられているときにこの受電装置への給電を行うことを条件とし
て構成される非接触給電装置の送電装置、およびこれを備える非接触給電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記非接触給電装置として、例えば特許文献１のものが知られている。
　非接触給電装置では、次のように送電装置から受電装置への給電を制御する。すなわち
、送電装置の発光部の光信号を受電装置の受光部が受信することに基づいて、送電装置か
ら受電装置に給電する。一方、発光部の光信号を受光部が受信しないことに基づいて、非
接触給電装置に異物が存在する旨判定するとともに、送電装置から受電装置への給電を停
止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１１２１９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記非接触給電装置では、１次側コイルと２次側コイルとの各対向面のうち
の一部のみに発光部と受光部とが設けられている。すなわち、発光部および受光部は、発
光部と受光部との間に異物が介在したときにしか異物を検出することができない。
【０００５】
　本発明はこのような実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、異物をより的確に
検出することのできる非接触給電装置の送電装置、およびこれを備える非接触給電装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の非接触給電装置の送電装置は、電力が供給されることにより交番磁束を発生す
る１次側コイル、およびこの１次側コイルが内蔵される１次側ハウジングを有すること、
ならびに、前記１次側ハウジングの搭載面に受電装置が載せられているときにこの受電装
置への給電を行うことを条件として構成され、前記搭載面を撮影範囲に含む画像撮影部が
設けられていること、前記画像撮影部と対向する位置に壁部が設けられていること、なら
びに、前記画像撮影部により撮影された画像である撮影画像に基づいて、前記送電装置か
ら前記受電装置への給電態様が制御されることを特徴とする。
【０００７】
　この非接触給電装置の送電装置は、前記搭載面上に異物がないときの給電量を通常給電
量とし、前記搭載面上に異物があるときの給電量を補正給電量として、前記搭載面上に異
物があるとき、前記送電装置から前記受電装置への給電量を低減する低減処理が行われる
こと、ならびに、前記低減処理として前記補正給電量を「０」にする処理が行われること
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、または、前記低減処理として前記補正給電量を「０」よりも大きくかつ前記通常給電量
よりも小さくする処理が行われることが好ましい。
【０００８】
　この非接触給電装置の送電装置は、前記受電装置が前記搭載面上に載せられていない状
態を待機状態とし、この待機状態において前記搭載面上に異物がない状態を通常待機状態
とし、前記待機状態において前記搭載面上に異物がある状態を異常待機状態として、前記
異常待機状態のときに前記低減処理が行われることが好ましい。
【０００９】
　この非接触給電装置の送電装置は、前記通常待機状態を示す画像を待機時基準画像とし
て、この待機時基準画像と前記撮影画像との間において互いに対応する位置の画素が一致
しないとき、同撮影画像の画素が待機時異常画素として認識されること、ならびに、前記
待機時異常画素の数が判定数以上のときに前記低減処理が行われることが好ましい。
【００１０】
　この非接触給電装置の送電装置は、前記受電装置が前記搭載面上に載せられている状態
を認証状態とし、この認証状態において前記搭載面上に異物がない状態を通常認証状態と
し、前記認証状態において前記搭載面上に異物がある状態を異常認証状態として、前記異
常認証状態のときに前記低減処理が行われることが好ましい。
【００１１】
　この非接触給電装置の送電装置は、前記通常認証状態を撮影した画像を認証時基準画像
として、この認証時基準画像と前記撮影画像との間において互いに対応する位置の画素が
一致しないとき、同撮影画像の画素が認証時異常画素として認識されること、ならびに、
前記認証時異常画素の数が判定数以上のときに前記低減処理が行われることが好ましい。
【００１２】
　この非接触給電装置の送電装置は、前記撮影画像のうちの金属色を有する画素を金属画
素として、前記金属画素の数が判定数以上のときに前記低減処理が行われることが好まし
い。
【００１３】
　この非接触給電装置の送電装置は、予め登録された異物の形状に相当する形状の画像領
域を異物画像領域として、この異物画像領域が前記撮影画像内に含まれているときに前記
低減処理が行われることが好ましい。
【００１４】
　この非接触給電装置の送電装置は、前記画像撮影部として第１画像撮影部および第２画
像撮影部が設けられていること、前記搭載面と平行な仮想面上において前記第１画像撮影
部の撮影方向と前記第２画像撮影部の撮影方向とが互いに交差するように前記第１画像撮
影部および前記第２画像撮影部が設けられていること、前記壁部として第１壁部および第
２壁部が設けられていること、前記第１画像撮影部と対向する位置に前記第１壁部が設け
られていること、ならびに、前記第２画像撮影部と対向する位置に前記第２壁部が設けら
れていることが好ましい。
【００１５】
　この非接触給電装置の送電装置は、前記画像撮影部として第１画像撮影部および第２画
像撮影部が設けられていること、前記壁部として第１壁部および第２壁部が設けられてい
ること、前記第１壁部と前記第２壁部とが互いに対向していること、前記第１画像撮影部
が前記第２壁部に設けられていること、前記第２画像撮影部が前記第１壁部に設けられて
いること、前記搭載面および前記第１壁部を前記撮影範囲に含む位置に前記第１画像撮影
部が設けられていること、ならびに、前記搭載面および前記第２壁部を前記撮影範囲に含
む位置に前記第２画像撮影部が設けられていることが好ましい。
【００１６】
　この非接触給電装置の送電装置は、前記送電装置には前記１次側コイルとして第１の１
次側コイルおよび第２の１次側コイルが設けられていることが好ましい。
　この非接触給電装置の送電装置は、前記送電装置および前記受電装置の少なくとも一方
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には表示部が設けられていること、ならびに、前記搭載面上に異物があるときに前記表示
部にその旨が表示されることが好ましい。
【００１７】
　この非接触給電装置の送電装置は、前記充電装置の２次側ハウジングに形成されている
電力量識別部が前記撮影画像に含まれるとき、同撮影画像内の電力量識別部の内容に応じ
て前記送電装置から前記受電装置への給電量が制御されることが好ましい。
【００１８】
　この非接触給電装置の送電装置は、電力が供給されることにより交番磁束を発生する１
次側コイル、およびこの１次側コイルが内蔵される１次側ハウジングを有する送電装置と
、前記１次側コイルの交番磁束により誘導電流を発生する２次側コイル、およびこの２次
側コイルが内蔵される２次側ハウジングを含む受電装置とを備える非接触給電装置に適用
されることが好ましい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、異物をより的確に検出することのできる非接触給電装置の送電装置、
およびこれを備える非接触給電装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の非接触給電装置の第１実施形態について、（ａ）は同装置の斜視構造を
示す斜視図、（ｂ）は（ａ）のＢ方向から見たＣＣＤの側面構造を示す側面図、（ｃ）は
同装置の充電装置に携帯電話が搭載された状態のＡ－Ａ線の断面構造を示す断面図、（ｄ
）は同装置の携帯電話を（ａ）のＣ方向から見た側面構造を示す側面図。
【図２】同実施形態の非接触給電装置について、その回路構成を示す回路図。
【図３】同実施形態の撮像ユニットの抽出画像について、（ａ）は充電装置に携帯電話が
搭載されていない状態の画像を示す画像図、（ｂ）は充電装置に携帯電話が搭載されてい
る状態の画像を示す画像図。
【図４】同実施形態の撮像ユニットの抽出画像について、（ａ）は充電装置に携帯電話が
搭載されていない状態かつ充電装置に異物が存在する状態の画像を示す画像図、（ｂ）は
充電装置に携帯電話が搭載されている状態かつ充電装置と携帯電話との間に異物が介在す
る状態の画像を示す画像図。
【図５】同実施形態の撮像ユニットの抽出画像について、充電装置に携帯電話が搭載され
ていない状態かつ各画素に区分された状態の画像を示す画像図。
【図６】同実施形態の給電制御処理の手順を示すフローチャート。
【図７】同実施形態の給電制御処理の手順を示すフローチャート。
【図８】本発明の非接触給電装置の第２実施形態について、同装置の撮像ユニットの抽出
画像において充電装置に携帯電話が搭載されていない状態かつ各画素に区分された状態の
画像を示す画像図。
【図９】本発明の非接触給電装置の第３実施形態について、同装置の斜視構造を示す斜視
図。
【図１０】同実施形態の給電制御処理の手順を示すフローチャート。
【図１１】本発明の非接触給電装置の第４実施形態について、同装置の斜視構造を示す斜
視図。
【図１２】本発明の非接触給電装置の第５実施形態について、充電装置に電気機器が搭載
された状態の抽出画像を示す画像図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　（第１実施形態）
　図１～図６を参照して、本発明の第１実施形態について説明する。
　図１（ａ）に示されるように、非接触給電装置１は、非接触給電装置１は、送電装置と
しての充電装置２と、この充電装置２に搭載される受電装置としての携帯電話３とを備え
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ている。
【００２２】
　以下では、携帯電話３が充電装置２に搭載されていない状態を「待機状態」とする。ま
た、携帯電話３が充電装置２に搭載された状態を「認証状態」とする。
　充電装置２のハウジング１０は、直方体として形成されている。ハウジング１０の平面
視の形状は長方形となるように形成されている。以下では、ハウジング１０の長手方向に
沿う方向を「左右方向」とし、ハウジング１０の短手方向に沿う方向を「前後方向」とす
る。また、左右方向と前後方向とに直交する方向を「上下方向」とする。また、ハウジン
グ１０は、「１次側ハウジング」に相当する。
【００２３】
　ハウジング１０には、携帯電話３が搭載される搭載部１１が設けられている。この搭載
部１１の左右方向の両端部のそれぞれには、第１壁部１２および第２壁部１３が設けられ
ている。各壁部１２，１３は、搭載部１１の上面（以下、「搭載面１１Ａ」）から上方に
向けて突出している。また、第１壁部１２の壁面１９と第２壁部１３の壁面１５とは、互
いに平行となるように設けられている。搭載面１１Ａと第２壁部１３の壁面１５とには、
同一の模様が形成されている。
【００２４】
　第１壁部１２の上面１４には、充電装置２および携帯電話３の状態を示す表示部３０が
設けられている。この表示部３０は、緑色の光を発するＬＥＤを有する第１表示部３１と
、赤色の光を発するＬＥＤを有する第２表示部３２とにより構成されている。
【００２５】
　第１壁部１２の前後方向の中央には、画像検出部としての撮像ユニット４０が設けられ
ている。撮像ユニット４０には、ＣＣＤ４１が設けられている。図１（ｂ）に示されるよ
うに、ＣＣＤ４１は、レンズの下部の一部がハウジング１０に埋まっている。
【００２６】
　第２壁部１３は、左右方向においてＣＣＤ４１に対向している。このため、ＣＣＤ４１
の撮影領域には、充電装置２の搭載面１１Ａおよび第２壁部１３の壁面１５が含まれる。
　図１（ｃ）に示されるように、ハウジング１０には、１次側コイル１６が内蔵されてい
る。１次側コイル１６は、導電線が環状に巻き回された巻線体１７と、この巻線体１７の
磁束の漏洩を抑制するヨーク１８とにより構成されている。ヨーク１８には、巻線体１７
が収容されている。
【００２７】
　携帯電話３のハウジング２０には、２次側コイル２１と二次電池２２とが内蔵されてい
る。２次側コイル２１は、導電線が環状に巻き回された巻線体２３と、この巻線体２３の
磁束の漏洩を抑制するヨーク２４とにより構成されている。ヨーク２４には、巻線体２３
が収容されている。この２次側コイル２１は、二次電池２２と電気的に接続されている。
なお、ハウジング２０は、「２次側ハウジング」に相当する。
【００２８】
　図１（ｄ）に示されるように、携帯電話３のハウジング２０のうちのＣＣＤ４１と対向
する側面２０Ａには、電力量識別部としてのマーキング２５が設けられている。このマー
キング２５は、互いに平行となる１本の中線２５Ａと、１本の細線２５Ｂとにより構成さ
れている。中線２５Ａおよび細線２５Ｂのそれぞれは、前後方向に向かい延びている。
【００２９】
　非接触給電装置１の充電態様について説明する。
　非接触給電装置１は、認証状態において、充電装置２の１次側コイル１６および携帯電
話３の２次側コイル２１を介して二次電池２２に給電することにより、二次電池２２が充
電される。
【００３０】
　表示部３０の制御について説明する。
　待機状態のとき、第１表示部３１が点滅し、第２表示部３２が消灯する。また、認証状
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態かつ充電装置２から二次電池２２への充電が行われているとき、第２表示部３２が点灯
し、第１表示部３１が消灯する。また、非接触給電装置１に異物が検出されたとき、第２
表示部３２が点滅し、第１表示部３１が消灯する。
【００３１】
　図２を参照して、非接触給電装置１の回路構成について説明する。なお、図２の説明に
おいては、１次側コイル１６を「Ｌ１」とし、２次側コイル２１を「Ｌ２」として示して
いる。
【００３２】
　充電装置２には、携帯電話３に給電するための１次側回路５０が設けられている。１次
側回路５０としては、交番電力を生成するフルブリッジ複合共振回路を構成している。携
帯電話３には、充電装置２の電力を二次電池２２に給電するための２次側回路６０が設け
られている。２次側回路６０としては、交番電力を直流電力に変換するブリッジ整流回路
を構成している。
【００３３】
　１次側回路５０は、直流電源Ｅ１と、この直流電源Ｅ１と並列に設けられた複数のスイ
ッチング素子とにより構成されるフルブリッジ回路５１と、フルブリッジ回路５１に接続
されることによりスイッチング素子の制御等を行う制御回路５３とを備えている。また、
直流電源Ｅ１に接続される撮像ユニット４０と、撮像ユニット４０および制御回路５３に
接続される判定部５４とを備えている。
【００３４】
　フルブリッジ回路５１は、電界効果型トランジスタ（ＦＥＴ）からなる第１スイッチン
グ素子Ｆ１、第２スイッチング素子Ｆ２、第３スイッチング素子Ｆ３および第４スイッチ
ング素子Ｆ４を備えている。これら素子Ｆ１～Ｆ４は、第１ゲート抵抗Ｒ１、第２ゲート
抵抗Ｒ２、第３ゲート抵抗Ｒ３および第４ゲート抵抗Ｒ４をそれぞれ介して制御回路５３
に直列に接続されている。また、各素子Ｆ１～Ｆ４には、第１内蔵ダイオードＤ１、第２
内蔵ダイオードＤ２、第３内蔵ダイオードＤ３および第４内蔵ダイオードＤ４が並列に接
続されている。
【００３５】
　フルブリッジ回路５１には、コンデンサの内部に電界として蓄えられたエネルギと、コ
イルの内部に磁界として蓄えられたエネルギとをコンデンサとコイルとの間で授受するた
めの共振回路５２が設けられている。
【００３６】
　共振回路５２は、各素子Ｆ１～Ｆ４から交番電力が供給される１次側コイルＬ１と、１
次側コイルＬ１と直列に接続されたコンデンサＣ１と、１次側コイルＬ１と並列に接続さ
れたコンデンサＣ２とを備えている。コンデンサＣ１およびコンデンサＣ２は、それぞれ
ゼロ電流スイッチングを行う。
【００３７】
　コンデンサＣ１は、各素子Ｆ１～Ｆ４のターンオフ時のスイッチング損失を低減するた
めの回路素子として設けられている。コンデンサＣ２は、各素子Ｆ１～Ｆ４のターンオン
時のスイッチング損失を低減するための回路素子として設けられている。
【００３８】
　撮像ユニット４０は、ＣＣＤ４１を駆動するための駆動回路４２と、ＣＣＤ４１が撮影
した撮影画像に画像処理を行う１次画像処理部４３とを備えている。
　駆動回路４２は、例えば１００ｍｓ間隔のように間欠的にＣＣＤ４１を駆動させる。１
次画像処理部４３は、ＣＣＤ４１が撮影した撮影画像を取得する。そして、撮影画像の領
域を含む画像である全体画像のうちの充電装置２のハウジング１０の断面部分、搭載面１
１Ａおよび壁面１５（図１参照）のみが含まれる撮影範囲の画像を抽出画像として抽出す
る。
【００３９】
　判定部５４は、テンプレートとなる設定画像が保存されるメモリ５５と、抽出画像と設
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定画像とを比較して抽出画像の状態を把握する２次画像処理部５６と、抽出画像の状態に
基づいて非接触給電装置１の状態を判定する判定処理部５７とを備えている。抽出画像の
状態は、抽出画像を複数に分割した各領域の画素値の平均値および分散値によって示され
る。なお、メモリ５５は、「記憶装置」を構成している。
【００４０】
　非接触給電装置１の状態としては、以下の４つが挙げられる。
・待機状態かつ充電装置２の搭載面１１Ａ（図１参照）に異物が存在しない状態（以下、
「待機時通常状態」）
・認証状態かつ充電装置２上に異物が存在しない状態（以下、「認証時通常状態」）
・待機状態かつ充電装置２の搭載面１１Ａに異物が存在する状態（以下、「待機時異常状
態」）
・認証状態かつ充電装置２上に異物が存在する状態（以下、「認証時異常状態」）
　なお、認証時異常状態は、認証状態かつ充電装置２上に異物が存在する状態、すなわち
搭載面１１Ａに異物が存在する充電装置２に携帯電話３が搭載された状態の他に、以下の
状態が挙げられる。すなわち、携帯電話３のハウジング２０（図１参照）の下面に異物が
付着した状態において、携帯電話３が充電装置２に搭載された状態が挙げられる。
【００４１】
　２次側回路６０は、２次側コイルＬ２と、２次側コイルＬ２の交流電力を直流電力に変
換する全波整流回路６１と、全波整流回路６１の直流電力を降圧するＤＣ／ＤＣコンバー
タ６２とを備えている。また、１次側回路５０と２次側回路６０とのインピーダンスの整
合をとるためのコンデンサＣ３と、全波整流回路６１の直流電力を平滑するためのコンデ
ンサＣ４とを備えている。
【００４２】
　全波整流回路６１は、第５ダイオードＤ５、第６ダイオードＤ６、第７ダイオードＤ７
および第８ダイオードＤ８を備えている。全波整流回路６１の入力端子Ｐ１および出力端
子Ｐ２は、コンデンサＣ４と並列に接続されている。
【００４３】
　１次側コイルＬ１と２次側コイルＬ２との間の給電態様について説明する。
　制御回路５３は、各ゲート抵抗Ｒ１～Ｒ４を介して制御電圧を各素子Ｆ１～Ｆ４に印加
し、各素子Ｆ１～Ｆ４のオンおよびオフを切り替える。すなわち、第１スイッチング素子
Ｆ１および第４スイッチング素子Ｆ４のオンおよびオフと、第２スイッチング素子Ｆ２お
よび第３スイッチング素子Ｆ３のオンおよびオフとをゲート電圧に応じて交互に切り替え
る。これにより、１次側コイルＬ１に交番電力が誘起されるため、１次側コイルＬ１に高
周波の交番磁束が発生する。
【００４４】
　２次側コイルＬ２は、１次側コイルＬ１の交番磁束と鎖交することにより交番電力が発
生する。この交番電力は、コンデンサＣ３，Ｃ４を介して全波整流回路６１に供給される
ことにより平滑化された直流電力に変換される。この直流電力は、ＤＣ／ＤＣコンバータ
６２により降圧された後に二次電池２２に供給される。すなわち、二次電池２２が充電さ
れる。
【００４５】
　撮像ユニット４０の動作について説明する。
　１次画像処理部４３では、ＣＣＤ４１により今回取得した抽出画像（以下、「今回抽出
画像」）とこの抽出画像の１つ前にＣＣＤ４１により取得した抽出画像（以下、「前回抽
出画像」）とを比較する。そして、今回抽出画像と前回抽出画像とが一致しないとき、す
なわち今回抽出画像が前回抽出画像からの何らかの変化を含むもののとき、判定部５４に
今回抽出画像を送信する。一方、今回抽出画像と前回抽出画像とが一致するとき、前回抽
出画像を破棄した後、今回抽出画像を保存する。
【００４６】
　判定部５４は、１次画像処理部４３から送信された抽出画像に基づいて、充電装置２か



(10) JP 2012-115036 A 2012.6.14

10

20

30

40

50

ら二次電池２２への給電を以下のように制御する。
　すなわち、認証時通常状態のとき、充電装置２の携帯電話３への給電を開始するための
制御信号を制御回路５３に送信する。一方、待機時異常状態および認証時異常状態のとき
、充電装置２の給電を停止するための制御信号を制御回路５３に送信する。
【００４７】
　図３および図４を参照して、抽出画像について説明する。図３（ｂ）および図４（ｂ）
は、携帯電話３の形状を簡略化して示している。
　メモリ５５（図２参照）には、待機時設定画像Ｇ１および認証時設定画像Ｇ２が保存さ
れている。
【００４８】
　図３（ａ）に示されるように、待機時設定画像Ｇ１は、待機時通常状態の画像、すなわ
ち充電装置２のハウジング１０の断面部分、搭載面１１Ａおよび壁面１５が撮影された画
像である。
【００４９】
　図３（ｂ）に示されるように、認証時設定画像Ｇ２は、認証時通常状態の画像、すなわ
ち充電装置２のハウジング１０の断面部分および携帯電話３のハウジング２０の側面２０
Ａが撮影された画像である。
【００５０】
　図４（ａ）に示されるように、待機時異常状態では、抽出画像に異物７０が含まれる。
このため、抽出画像と待機時設定画像Ｇ１（図３（ａ）参照）とが異なる。
　図４（ｂ）に示されるように、認証時異常状態では、ＣＣＤ４１（図１参照）から見た
とき、異物７０が携帯電話３により隠れるため、抽出画像に異物７０が含まれない。
【００５１】
　ただし、異物７０により携帯電話３が充電装置２の搭載面１１Ａに対して傾いた状態で
搭載されるため、充電装置２と携帯電話３との間に間隙Ｓが形成される。このため、抽出
画像と認証時設定画像Ｇ２（図３（ｂ）参照）とが異なる。
【００５２】
　図５を参照して、抽出画像と各設定画像Ｇ１，Ｇ２との比較方法について説明する。
　抽出画像は画素毎に区分される。この画素には複数の画素情報が含まれる。この画素情
報としては、色相、彩度および明度が含まれる。これら画素情報は、数値化されている。
以下では、数値化された画素情報を「画素値」という。この非接触給電装置１では、画素
値として明度が用いられている。
（ａ）抽出画像をＸ個の画素に区分する。
（ｂ）Ｘ個の画素のうちの１つを注目画素ＳＲＸとして抽出する。
（ｃ）注目画素ＳＲＸを取り囲む画素を近傍画素ＳＲＹとして抽出する。
（ｄ）注目画素ＳＲＸと近傍画素ＳＲＹとにより構成される領域を検出領域ＳＲする。
（ｅ）注目画素ＳＲＸの画素値と近傍画素ＳＲＹの画素値との分散値ＤＳＸを算出する。
（ｆ）上記（ａ）～（ｅ）を全画素について行う。注目画素ＳＲＸは、抽出画像のうちの
左上隅の画素を１番目とする。そして、１番目の注目画素ＳＲＸの右隣を２番目とし、順
次、抽出画像の一番上側の行について行う。その後、一番上の行の一つ下の行に移行して
同様に左隅から右隅に向かい注目画素ＳＲＸを設定していく。これを全ての行について設
定していく。
（ｇ）待機時設定画像Ｇ１（図３（ａ）参照）についても同様に、検出領域ＳＲ１と対応
する位置の領域を検出領域ＳＲ２（不図示）として設定する。そして、上記（ｅ）と同様
の手順で分散値ＤＳＹを算出する。
（ｈ）認証時設定画像Ｇ２（図３（ｂ）参照）についても同様に、検出領域ＳＲ１と対応
する位置の領域を検出領域ＳＲ３（不図示）として設定する。そして、上記（ｅ）と同様
の手順で分散値ＤＹＺを算出する。
（ｉ）待機状態においては、抽出画像の検出領域ＳＲ１の分散値ＤＳ１と待機時設定画像
Ｇ１の検出領域ＳＲ２の分散値ＤＳ２との差ΔＤＸを算出する。この差ΔＤＸが閾値Ｘ１
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以上のとき、検出領域ＳＲ１を異常領域としてカウントする。
（ｊ）認証状態においては、検出領域ＳＲ１の分散値ＤＳ１と認証時設定画像Ｇ２の検出
領域ＳＲ３の分散値ＤＳ３との差ΔＤＹを算出する。そして、この差ΔＤＹが閾値Ｘ２以
上のとき、検出領域ＳＲを異常領域としてカウントする。
【００５３】
　上記（ｄ）において、抽出画像のうちの４隅の画素を注目画素ＳＲＸとしたとき、近傍
画素ＳＲＹは３個となる。また、抽出画像のうちの４辺のうち、上記４隅の画素を除いた
画素を注目画素ＳＲＸとしたとき、近傍画素ＳＲＹは５個となる。また、抽出画像のうち
の４辺および４隅を除いた画素を注目画素ＳＲＸとしたとき、近傍画素ＳＲＹは８個とな
る。
【００５４】
　上記（ｅ）において、例えば、図中に示されるように抽出画像の中央部分の検出領域Ｓ
Ｒ１は、注目画素ＳＲＸ１と近傍画素ＳＲＹ１～ＳＲＹ８とにより構成されている。そし
て、注目画素ＳＲＸの画素値と近傍画素ＳＲＹ１～ＳＲＹ８の各画素値とを比較して、検
出領域ＳＲ１の分散値ＤＳ１を算出する。
【００５５】
　上記（ｉ）において、閾値Ｘ１は、検出領域ＳＲと検出領域ＳＲ２とが異なる領域であ
ることを判定するための値であり、実験等に基づいて予め設定されている。
　上記（ｊ）において、閾値Ｘ２は、検出領域ＳＲと検出領域ＳＲ３とが異なる領域であ
ることを判定するための値であり、実験等に基づいて予め設定されている。
【００５６】
　以下では、上記（ｉ）において、異常領域としてカウントされる検出領域ＳＲの総数を
「異常領域総数ＣＴ１」とする。また、上記（ｊ）において、異常領域としてカウントさ
れる検出領域ＳＲの総数を「異常領域総数ＣＴ２」とする。
【００５７】
　異常領域総数ＣＴ１，ＣＴ２に基づいて、以下の３つの判定を行う。
（判定Ａ）抽出画像が待機時設定画像Ｇ１および認証時設定画像Ｇ２のどちらに相当する
か
（判定Ｂ）待機状態において、抽出画像に異物が存在するか否か
（判定Ｃ）認証状態において、抽出画像に異物が存在するか否か
　（判定Ａ）では、異常領域総数ＣＴ１と異常領域総数ＣＴ２とのどちらが多いかを判定
する。異常領域総数ＣＴ１が異常領域総数ＣＴ２よりも多いとき、抽出画像は待機時設定
画像Ｇ１よりも認証時設定画像Ｇ２に近い画像であると考えられる。一方、異常領域総数
ＣＴ２が異常領域総数ＣＴ１よりも多いとき、抽出画像は認証時設定画像Ｇ２よりも待機
時設定画像Ｇ１に近いと考えられる。このため、異常領域総数ＣＴ２が異常領域総数ＣＴ
１よりも多いとき、抽出画像は待機時設定画像Ｇ１であるとみなす。異常領域総数ＣＴ２
が異常領域総数ＣＴ１以下のとき、抽出画像は認証時設定画像Ｇ２であるとみなす。
【００５８】
　（判定Ｂ）では、待機状態において異常領域総数ＣＴ１が判定値ＴＸ１以上か否かに基
づいて、抽出画像に異物が存在するか否かを判定する。待機状態において、待機時設定画
像Ｇ１と抽出画像との差が大きいときには、充電装置２上に異物があることに起因してい
ると考えられる。このため、異常領域総数ＣＴ１が判定値ＴＸ１以上のとき、抽出画像に
異物が存在する旨判定する。一方、異常領域総数ＣＴ１が判定値ＴＸ１よりも小さいとき
、抽出画像に異物が存在しない旨判定する。ここで、判定値ＴＸ１は、抽出画像が待機時
設定画像Ｇ１とは異なると判定するための値であり、実験等に基づいて予め設定されてい
る。なお、判定値ＴＸ１および判定値ＴＸ２のそれぞれは、「判定数」に相当する。
【００５９】
　（判定Ｃ）では、認証状態において異常領域総数ＣＴ２が判定値ＴＸ２以上か否かに基
づいて、抽出画像に異物が存在するか否かを判定する。認証状態において、認証時設定画
像Ｇ２と抽出画像との差が大きいときには、充電装置２上に異物があることに起因してい
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ると考えられる。このため、異常領域総数ＣＴ２が判定値ＴＸ２以上のとき、抽出画像に
異物が存在する旨判定する。一方、異常領域総数ＣＴ２が判定値ＴＸ２よりも小さいとき
、抽出画像に異物が存在しない旨判定する。ここで、判定値ＴＸ２は、判定値ＴＸ２は、
抽出画像が認証時設定画像Ｇ２とは異なると判定するための値であり、実験等により予め
設定される。
【００６０】
　非接触給電装置１は、上述の（判定Ａ）～（判定Ｃ）の結果に基づいて、充電装置２か
ら二次電池２２（図１参照）への給電の制御を行う。すなわち、待機時異常状態のとき、
充電装置２から二次電池２２への給電を停止する。また、非接触給電装置１の状態が認証
時通常状態のとき、充電装置２の給電を許可する。また、認証時異常状態のとき、充電装
置２から二次電池２２への給電を停止する。
【００６１】
　図６を参照して、判定部５４が実行する「給電制御処理」について説明する。この給電
制御処理は、充電装置２に電力が供給されてＣＣＤ４１（図２参照）が撮影する毎に繰り
返し実行される。
【００６２】
　ステップＳ１０において、撮像ユニット４０が撮影した撮影画像から抽出画像を得る。
　ステップＳ２０において、異常領域総数ＣＴ２が異常領域総数ＣＴ１よりも多いか否か
を判定する。これにより、待機状態か否かが判定される。
【００６３】
　ステップＳ２０において異常領域総数ＣＴ２が異常領域総数ＣＴ１よりも多い旨判定し
たとき、すなわち待機状態の旨判定したとき、ステップＳ３０において、異常領域総数Ｃ
Ｔ１が判定値ＴＸ１以上か否かを判定する。これにより、待機時異常状態および待機時通
常状態のいずれかが判定される。
【００６４】
　ステップＳ３０において、異常領域総数ＣＴ１が判定値ＴＸ１以上の旨判定したとき、
すなわち待機時異常状態である旨判定したとき、ステップＳ４０において、充電装置２か
ら二次電池２２（図１参照）への給電を停止する。そして、ステップＳ５０において、表
示部３０（図１参照）により充電装置２上に異物が存在する旨報知する。なお、ステップ
Ｓ４０は「低減処理」に相当する。
【００６５】
　ステップＳ３０において、異常領域総数ＣＴ１が判定値ＴＸ１よりも小さい旨判定した
とき、すなわち待機時通常状態である旨判定したとき、一旦処理を終了する。
　ステップＳ２０において異常領域総数ＣＴ２が異常領域総数ＣＴ１以下の旨判定したと
き、すなわち認証状態の旨判定したとき、ステップＳ６０において、異常領域総数ＣＴ２
が判定値ＴＸ２以上か否かを判定する。これにより、認証時異常状態および認証時通常状
態のいずれかが判定される。
【００６６】
　ステップＳ６０において異常領域総数ＣＴ２が判定値ＴＸ２以上の旨判定したとき、す
なわち認証時異常状態である旨判定したとき、ステップＳ７０において充電装置２から二
次電池２２（図１参照）への給電を停止する。すなわち、充電装置２の搭載面１１Ａ上に
異物があるときの給電量である補正給電量を「０」にする。そしてステップＳ５０に移行
する。なお、ステップＳ７０は「低減処理」に相当する。
【００６７】
　ステップＳ６０において異常領域総数ＣＴ２が判定値ＴＸ２よりも小さい旨判定したと
き、すなわち認証時通常状態である旨判定したとき、ステップＳ８０において、充電装置
２から二次電池２２への給電を許可する。
【００６８】
　本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
　（１）本実施形態では、搭載面１１Ａ上において搭載面１１Ａの一部および第２壁部１
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３を撮影することのできる位置に撮像ユニット４０が設けられている。したがって、従来
の発光部および受光部による光信号の送受信により異物を検出する従来の装置と比較して
、異物検出の範囲が広くなる。その結果、異物をより的確に検出することができる。
【００６９】
　（２）本実施形態では、充電装置２上に異物が存在するとき、充電装置２から携帯電話
への給電が停止される。このため、充電装置２から携帯電話３への給電に起因して異物の
温度が過度に高くなることを抑制することができる。
【００７０】
　（３）異常領域総数ＣＴ１，ＣＴ２が判定値ＴＸ１，ＴＸ２以上のとき、充電装置２の
搭載面１１Ａまたは壁面１５に異物が存在する可能性、および充電装置２と携帯電話３と
の間に異物が介在している可能性が高いと予測される。これに鑑みて、本実施形態では、
給電制御処理において異常領域総数ＣＴ１，ＣＴ２が判定値ＴＸ１，ＴＸ２以上のとき、
充電装置２から携帯電話３への給電を停止する。このため、充電装置２から携帯電話３へ
の給電に起因して異物が過度に高くなることを抑制することができる。
【００７１】
　（４）本実施形態では、充電装置２のハウジング１０に表示部３０が設けられている。
したがって、表示部３０により非接触給電装置１の状態を同装置１の外部から目視によっ
て確認することができる。
【００７２】
　（５）充電装置２の搭載面１１Ａおよび壁面１５が単一色にて形成されている場合、異
物が搭載面１１Ａおよび壁面１５に類似した色である場合、抽出画像に異物が含まれてい
るか否かを判別することは困難である。
【００７３】
　一方、充電装置２の搭載面１１Ａおよび壁面１５に模様が形成されている場合、異物が
模様のうちの一部の色と類似した場合であっても、異物の色は模様の他の色とは異なるた
め、抽出画像に異物が含まれているか否かを判別することは容易である。
【００７４】
　この点に鑑みて、本実施形態では、充電装置２の搭載面１１Ａおよび壁面１５に模様が
形成されている。したがって、抽出画像に基づく異物７０の検出を容易に行うことができ
る。
【００７５】
　（６）ＣＣＤ４１が充電装置２の搭載面１１Ａから離間した状態で第１壁部１２に設け
られる場合、ＣＣＤ４１は、ＣＣＤ４１と搭載面１１Ａとの間の空間を検出することがで
きない。その点、本実施形態では、ＣＣＤ４１の一部がハウジング１０に埋まっている。
したがって、ＣＣＤ４１と搭載面１１Ａとの間の空間が形成されないため、ＣＣＤ４１が
搭載面１１Ａから離間した状態と比較してＣＣＤ４１の検出範囲を広げることができる。
【００７６】
　（７）本実施形態では、給電制御処理として、認証状態に基づいて、充電装置２から携
帯電話３への給電が開始される。したがって、認証状態ではない状態のときには充電装置
２の給電が許可されないため、充電装置２から携帯電話３への給電を安全に行うことがで
きる。
【００７７】
　（第２実施形態）
　図７および図８を参照して、本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態では
、第１実施形態と比較して異なる部分の詳細について説明するとともに、同一構成には同
一符号を付してその説明を省略する。
【００７８】
　第１実施形態では、待機状態において、予め決定された検出領域ＳＲが異常領域となる
領域の総数である異常領域総数ＣＴ１に基づいて待機時異常状態および待機時通常状態の
いずれかを判定した。すなわち、分散値ＤＳ１を算出するための画素の領域が予め固定さ
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れている。これに対して、本実施形態では、注目画素ＳＲＸと近傍画素ＳＲＹとが所定の
条件を満たすときには、注目画素ＳＲＸと近傍画素ＳＲＹとを結合して異物を検出する領
域とする。すなわち、分散値を算出する領域が注目画素ＳＲＸおよび近傍画素ＳＲＹに応
じて決定される。
【００７９】
　図７および図８を参照して、待機状態の抽出画像の画像処理およびこの画像処理に基づ
く金属異物７１の検出方法について説明する。図８は、待機状態において金属異物７１が
存在するとき（待機時異常状態）の抽出画像を示している。
【００８０】
　また、メモリ５５（図２参照）には、金属異物７１の画像である異物画像ＧＸ（不図示
）が保存されている。メモリ５５には、異物画像ＧＸの金属色となる画素値の平均値ＡＴ
Ｘおよび分散値ＤＴＸが保存されている。また、異物画像ＧＸのうちの予め登録された異
物の形状に相当する形状の画像領域を「異物画像領域」とする。
【００８１】
　抽出画像の金属異物７１の検出は以下のように行われる。
（ａ）抽出画像の所定の画素を１番目の注目画素ＳＲＸとして設定する。
（ｂ）注目画素ＳＲＸを取り囲む画素を近傍画素ＳＲＹとして設定する。
（ｃ）注目画素ＳＲＸの画素値と複数の近傍画素ＳＲＹのうちの一つの近傍画素ＳＲＹ１
の画素値との差が所定範囲内のとき、注目画素ＳＲＸと近傍画素ＳＲＹ１とを結合する。
一方、注目画素ＳＲＸの画素値と近傍画素ＳＲＹ１の画素値との差が所定範囲外のとき、
注目画素ＳＲＸと近傍画素ＳＲＹとは結合されない。
（ｄ）他の近傍画素ＳＲＹについても同様に上記（ｃ）の手順を行う。
（ｅ）上記（ａ）～（ｄ）のサイクルを抽出画素の全画素について行う。これにより、（
ａ）～（ｅ）により抽出画像は、複数の結合領域ＱＴに区分される。
（ｆ）区分された結合領域ＱＴの平均値ＡＴＹおよび分散値ＤＴＹを算出する。
（ｇ）結合領域の平均値ＡＴおよび分散値ＤＴと、異常画像ＧＸの平均値ＡＴおよび分散
値ＤＴとを比較する。
【００８２】
　上記（ａ）において、抽出画像のうちの４隅の画素を注目画素ＳＲＸとしたとき、近傍
画素ＳＲＹは３個となる。また、抽出画像のうちの４辺のうち、上記４隅の画素を除いた
画素を注目画素ＳＲＸとしたとき、近傍画素ＳＲＹは５個となる。また、抽出画像のうち
の４辺および４隅を除いた画素を注目画素ＳＲＸとしたとき、近傍画素ＳＲＹは８個とな
る。
【００８３】
　上記（ａ）および（ｅ）において、注目画素ＳＲＸは、抽出画像のうちの左上隅の画素
を１番目とする。そして、１番目の注目画素ＳＲＸの右隣を２番目とし、順次、抽出画像
の一番上側の行について行う。その後、一番上の行の一つ下の行に移行して同様に左隅か
ら右隅に向かい注目画素ＳＲＸを設定していく。これを全ての行について設定していく。
【００８４】
　図７を参照して、上記（ｆ）～（ｊ）の具体的な手順である待機状態の給電制御処理に
ついて説明する。
　ステップＳ１００において、平均値ＡＴＹと平均値ＡＴＸとの差ΔＡＴの絶対値、およ
び分散値ＤＴＹと分散値ＤＴＸとの差ΔＤＴの絶対値をそれぞれ算出する。
【００８５】
　ステップＳ１１０において、平均値の差ΔＡＴの絶対値が基準範囲ＡＸ内であるか否か
かつ分散値の差ΔＤＴの絶対値が基準範囲ＤＸ内であるか否かを判定する。
　基準範囲ＡＸは、所定領域ＱＴの色が金属色と同じ色であるとみなすことのできる平均
値の範囲であり、実験等に基づいて予め設定されている。また、基準範囲ＤＸは、所定領
域ＱＴの色が金属色と同じ色であるとみなすことのできる分散値の範囲であり、実験等に
基づいて予め設定されている。
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【００８６】
　ステップＳ１１０において、平均値の差ΔＡＴの絶対値が基準範囲ＡＸ内であること、
かつ分散値の差ΔＤＴの絶対値が基準範囲ＤＸ内であることが満される旨判定したとき、
所定領域ＱＴの画素値と金属色の画素値が一致する旨判定する、すなわち金属異物７１（
図７参照）が存在する旨判定する。そして、ステップＳ１２０において、充電装置２から
二次電池２２（図１参照）への給電を停止する。そして、ステップＳ１３０において、表
示部３０（図１参照）により金属異物７１が存在する旨を報知する。なお、ステップＳ１
２０は「低減処理」に相当する。
【００８７】
　ステップＳ１１０において、平均値の差ΔＡＴの絶対値が基準範囲ＡＸ外であることお
よび分散値の差ΔＤＴの絶対値が基準範囲ＤＸ外であることの少なくとも一方が満たされ
る旨判定したとき、所定領域ＱＴの画素値と金属色の画素値とが一致しない旨判定する。
【００８８】
　ステップＳ１４０において、所定領域ＱＴと異物画像ＧＸの異物画像領域とが一致する
か否かを判定する。具体的には、所定領域ＱＴの各画素値と異物画像領域の各画素値との
差を算出する。これら画素値の差が閾値以上のとき、所定領域ＱＴの画素と異物画像領域
の画素とが一致していない旨判定する。一方、これら画素値の差が閾値よりも小さいとき
、所定領域ＱＴの画素と異物画像領域の画素とが一致している旨判定する。そして、異物
画像領域と所定領域ＱＴとが一致していない所定領域ＱＴの画素の合計を算出する。そし
てこの画素を合計した総数が判定値以上のとき、所定領域ＱＴの画像と異物画像ＧＸとは
一致していない旨判定する。またこの画素の合計が判定値よりも小さいとき、所定領域Ｑ
Ｔの画像と異物画像ＧＸとは一致している旨判定する。
【００８９】
　ステップＳ１４０において所定領域ＱＴの画像と異物画像ＧＸとが一致する旨判定した
とき、すなわち充電装置２に金属異物７１が存在する旨判定したとき、ステップＳ１２０
に移行する。ステップＳ１４０において所定領域ＱＴの画像と異物画像ＧＸとが一致しな
い旨判定したとき、すなわち充電装置２に金属異物７１が存在しない旨判定したとき、一
旦処理を終了する。
【００９０】
　図８を参照して、上記給電制御処理の一実行態様について説明する。
　抽出画像では、上記（ａ）～（ｅ）の手順により、第１領域Ｑ１～第３領域Ｑ３に区分
される。第１領域Ｑ１は、ハウジング１０の内部が撮影された領域である。第２領域Ｑ２
は、金属異物７１が撮影された領域である。第３領域Ｑ３は、搭載面１１Ａおよび壁面１
５が撮影された領域から第２領域Ｑ２を除いた領域である。
【００９１】
　以下では、第１領域Ｑ１～第３領域Ｑ３において、色データとなる各領域Ｑ１～Ｑ３の
各画素値の平均値を平均値ＡＴ１～ＡＴ３とし、色データとなる各領域Ｑ１～Ｑ３の各画
素値の分散値を分散値ＤＴ１～ＤＴ３とする。
【００９２】
　金属色の平均値ＡＴＸおよび分散値ＤＴＸと、第１領域Ｑ１～第３領域Ｑ３の画素値の
平均値ＡＴ１～ＡＴ３および分散値ＤＴ１～ＤＴ３とをそれぞれ比較する。このとき、第
２領域Ｑ２の平均値の差（ＡＴ２－ＡＴＸ）の絶対値が基準範囲ＡＸ内および分散値の差
（ＤＴ２－ＤＴＸ）が基準範囲ＤＸ内となる。一方、第１領域Ｑ１の平均値の差（ＡＴ１
－ＡＴＸ）が基準範囲ＡＸ外および分散値の差（ＤＴ１－ＤＴＸ）の絶対値が基準範囲Ｄ
Ｘ外となる。また、第３領域Ｑ３の平均値の差（ＡＴ３－ＡＴＸ）の絶対値が基準範囲Ａ
Ｘ外および分散値の差（ＤＴ３－ＤＴＸ）の絶対値が基準範囲ＤＸ外となる。これにより
、第２領域Ｑ２に金属異物７１が存在する旨判定される。そして、二次電池２２（図１参
照）への給電を停止する。
【００９３】
　また、第１領域Ｑ１および第３領域Ｑ３については、第１領域Ｑ１および第３領域Ｑ３
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と異物画像ＧＸの異物画像領域とが一致するか否かが判定される。ここでの異物画像ＧＸ
異物画像領域が第２領域Ｑ２に相当するものであるため、第１領域Ｑ１および第３領域Ｑ
３のどちらにも金属異物７１が存在しない旨判定される。
【００９４】
　本実施形態によれば、第１実施形態の効果（１）～（７）に加え、以下の効果を奏する
ことができる。
　（８）本実施形態では、給電制御処理において、充電装置２に金属異物７１が存在する
とき、充電装置２から二次電池２２への給電を停止する。したがって、金属異物７１が存
在する状態で携帯電話３が充電装置２に搭載された後、充電装置２と携帯電話３との間に
金属異物７１が介在した状態で充電装置２から二次電池２２に給電することによる金属異
物７１の加熱を防ぐことができる。
【００９５】
　（第３実施形態）
　図９および図１０を参照して、本発明の第３実施形態について説明する。本実施形態で
は、第１実施形態と比較して異なる部分について詳細に説明するとともに、同一構成には
同一符号を付してその説明を省略する。
【００９６】
　第１実施形態では、充電装置２の第１壁部１２に撮像ユニット４０が設けられている。
これに対して、本実施形態では、充電装置２の第１壁部１２の撮像ユニット４０に加え、
第２壁部１３にも撮像ユニット８０を設けられている。
【００９７】
　撮像ユニット８０は、撮影画像の領域を含む画像である全体画像のうちの充電装置２の
ハウジング１０の断面部分、搭載面１１Ａおよび第１壁部１２の壁面１９のみが含まれる
画像を抽出画像として抽出する。また、撮像ユニット８０は、携帯電話３の側面２０Ａと
は左右方向の反対側の側面２０Ｂを撮影する。この撮像ユニット８０は、第１壁部１２に
設けられた撮像ユニット４０と概ね共通の構成であるため、その説明を省略する。また、
壁面１９には搭載面１１Ａおよび壁面１５と同一の模様が施されている。
【００９８】
　なお、撮像ユニット４０は、「第１画像撮影部」に相当する。撮像ユニット８０は、「
第２画像撮影部」に相当する。また、第２壁部１３は、「第１壁部」に相当する。第１壁
部１２は、「第２壁部」に相当する。
【００９９】
　以下では、撮像ユニット４０の抽出画像を「第１抽出画像」とし、撮像ユニット８０の
抽出画像を「第２抽出画像」とする。また、第１抽出画像のうちの待機時設定画像を「第
１待機時設定画像Ｇ１０」とし、第１抽出画像のうちの認証時設定画像を「第１認証時設
定画像Ｇ２０」とする。また、第２抽出画像のうちの待機時設定画像を「第２待機時設定
画像Ｇ３０」とし、第２抽出画像のうちの認証時設定画像を「第２認証時設定画像Ｇ４０
」とする。
【０１００】
　充電装置２のメモリ５５（図２参照）には、第１待機時設定画像Ｇ１０、第１認証時設
定画像Ｇ２０、第２待機時設定画像Ｇ３０および第２認証時設定画像Ｇ４０がそれぞれ保
存されている。
【０１０１】
　本実施形態では、第１抽出画像および第２抽出画像に基づいて給電制御処理を行う。す
なわち、第１抽出画像が第１待機時設定画像Ｇ１０および第１認証時設定画像Ｇ２０と異
なること、および第２抽出画像が第２待機時設定画像Ｇ３０および第２認証時設定画像Ｇ
４０と異なることの少なくとも一方が満たされるとき、充電装置２上に異物７０が存在す
る旨判定する。
【０１０２】
　図１０を参照して、充電装置２および携帯電話３に対する給電制御処理について説明す
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る。
　ステップＳ２００において、第１抽出画像と第２抽出画像とを取得する。そして、ステ
ップＳ２１０において、待機状態か否か判定する。この判定は、第１抽出画像と第１待機
時設定画像Ｇ１０および第１認証時設定画像Ｇ２０との比較および第２抽出画像と第２待
機時設定画像Ｇ３０および第２認証時設定画像Ｇ４０との比較に基づいて、第１実施形態
の給電制御処理のステップＳ２０と同様の判定を行う。
【０１０３】
　ステップＳ２１０において、待機状態の旨判定したとき、ステップＳ２２０において、
第１抽出画像に異物が含まれるか否か、および第２抽出画像に異物が含まれるか否かを判
定する。この判定は、第１抽出画像と第１待機時設定画像Ｇ１０との比較に基づいて、お
よび第２抽出画像と第２待機時設定画像Ｇ３０との比較に基づいて、第１実施形態の給電
制御処理のステップＳ３０と同様に行われる。
【０１０４】
　ステップＳ２２０において、第１抽出画像または第２抽出画像に異物７０が存在する旨
判定したとき、ステップＳ２３０において、充電装置２から二次電池２２（図７参照）へ
の給電を停止する。そしてステップＳ２４０において、表示部３０（図１参照）により異
物７０が存在する旨を報知する。また、ステップＳ２２０において第１抽出画像または第
２抽出画像に異物７０が存在しない旨判定したとき、一旦処理を終了する。なお、ステッ
プＳ２３０は「低減処理」に相当する。
【０１０５】
　ステップＳ２１０において、待機状態ではない、すなわち認証状態の旨判定したとき、
ステップＳ２５０において、第１抽出画像に異物が含まれるか否か、および第２抽出画像
に異物が含まれるか否かを判定する。この判定は、第１抽出画像と第１認証時設定画像Ｇ
２０との比較に基づいて、および第２抽出画像と第２認証時設定画像Ｇ４０との比較に基
づいて、第１実施形態の給電制御処理のステップＳ６０と同様に行われる。
【０１０６】
　ステップＳ２５０において、第１抽出画像および第２抽出画像の少なくとも一方に異物
が含まれる旨判定したとき、ステップＳ２６０において、充電装置２から二次電池２２へ
の給電を停止する。そして、ステップＳ２４０に移行する。また、ステップＳ２５０にお
いて、第１抽出画像および第２抽出画像の両方に異物が含まれない旨判定したとき、ステ
ップＳ２７０において、二次電池２２への給電を許可する。そして一旦処理を終了する。
なお、ステップＳ２６０は「低減処理」に相当する。
【０１０７】
　本実施形態によれば、第１実施形態および第２実施形態の効果（１）～（８）に加え、
以下の効果を奏することができる。
　（９）撮像ユニット４０のみの場合、充電装置２の搭載面１１Ａにおいて検出できない
領域（以下、「非検出領域ＥＳ１」）が生じる。また、撮像ユニット８０のみの場合につ
いても同様に、搭載面１１Ａにおいて検出できない領域（以下、「非検出領域ＥＳ２」）
が生じる。このため、撮像ユニット４０のみの場合および撮像ユニット８０のみの場合に
おいては、非検出領域ＥＳ１，ＥＳ２に異物が存在するときにこの異物を検出することが
できないおそれがある。
【０１０８】
　その点、本実施形態では、撮像ユニット４０，８０が左右方向に対向して設けられてい
る。このため、撮像ユニット４０は、非検出領域ＥＳ２を検出することができる。そして
、撮像ユニット８０は、非検出領域ＥＳ１を検出することができる。したがって、撮像ユ
ニット４０，８０のみの場合と比較して、異物を検出する検出範囲を広くすることができ
る。
【０１０９】
　（１０）撮像ユニット４０のみの場合、左右方向において携帯電話３の第２壁部１３側
の端部に異物が介在したとき、抽出画像には、間隙Ｓが形成されないおそれがある。この
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ため、充電装置２と携帯電話３との間に異物が介在しているにもかかわらず、異物が検出
されないおそれがある。
【０１１０】
　その点、本実施形態では、撮像ユニット４０，８０により携帯電話３の異なる２つの側
面２０Ａ，２０Ｂを撮影する。このため、携帯電話３のハウジング２０の左右方向の第２
壁部１３側の端部に異物が介在したとしても撮像ユニット８０の抽出画像には、充電装置
２と携帯電話３との間隙が撮影される。したがって、携帯電話３を１つの側面を撮影した
抽出画像に基づいて異物を検出する場合と比較して、異物を検出する確率を向上させるこ
とができる。
【０１１１】
　（第４実施形態）
　図１１を参照して、本発明の第４実施形態について説明する。本実施形態では、第１実
施形態と比較して異なる部分について詳細に説明するとともに、同一構成には同一符号を
付してその説明を省略する。
【０１１２】
　第１実施形態では、充電装置２に１つの携帯電話３が搭載される。これに対して、本実
施形態では、充電装置２に２つの携帯電話３Ａ，３Ｂが搭載される。
　具体的には、充電装置２には、１次側コイル１６が２個設けられている。これら１次側
コイル１６は、充電装置２の搭載面１１Ａの左右方向において隣り合うように配置されて
いる。充電装置２の第２壁部１３には、撮像ユニット８０が設けられている。この撮像ユ
ニット８０は、第１壁部１２に設けられた撮像ユニット４０と概ね共通の構成であるため
、その説明を省略する。また、撮像ユニット８０は、撮影画像のうちの搭載面１１Ａと第
１壁部１２の壁面１９とに相当する領域を抽出画像として抽出する。また、撮像ユニット
８０は、携帯電話３Ｂの側面２０Ａを撮影する。
【０１１３】
　本実施形態によれば、第１～第３実施形態の効果（１）～（９）に加え、以下の効果を
奏することができる。
　（１１）本実施形態では、充電装置２の各１次側コイル１６に対応する搭載面１１Ａの
部位には、携帯電話３Ａ，３Ｂが搭載可能である。そして、第２壁部１３に撮像ユニット
８０が設けられている。したがって、撮像ユニット４０，８０が携帯電話３Ａ，３Ｂをそ
れぞれ撮影するため、非接触給電装置１の状態として２つの携帯電話３Ａ，３Ｂと充電装
置２との状態を同時に確認することができる。
【０１１４】
　（第５実施形態）
　図１２を参照して、本発明の第５実施形態について説明する。本実施形態では、第１実
施形態と比較して異なる部分について詳細に説明するとともに、同一構成には同一符号を
付してその説明を省略する。
【０１１５】
　第１実施形態では、抽出画像と認証時設定画像Ｇ２とが一致することに基づいて、充電
装置２に携帯電話３が搭載されている旨判定したとき、一律の給電量を二次電池２２に給
電する。すなわち、携帯電話３に対して予め設定された給電量は変更されない。これに対
して、本実施形態では、電気機器の給電量毎に設定画像をそれぞれ用意し、この設定画像
と抽出画像とを比較することにより、充電装置２に同装置２の給電対象となる電気機器で
あることを認証すること、およびこの電気機器の給電量を判定する。そして、充電装置２
は、電気機器の給電量に応じて、同機器に供給する給電量を制御する。ここで、電気機器
は、「受電装置」に相当する。これら設定画像は、メモリ５５（図２参照）に保存されて
いる。
【０１１６】
　上記の複数の設定画像について説明する。
　電気機器９０のハウジング９１の側面９２に形成されるマーキング２６～２８の種類を
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電気機器９０に供給される給電量に応じて以下のように変更する。
【０１１７】
　図１２（ａ）に示されるように、電気機器９０の給電量が０．５Ｗのとき、マーキング
２６としては、２本の中線２６Ａ，２６Ｂが互いに平行となるように形成されている。ま
た、図１２（ｂ）に示されるように、電気機器９０の給電量が２．５Ｗのとき、マーキン
グ２７としては、１本の太線２７Ａと１本の中線２７Ｂとが互いに平行となるように形成
されている。また、図１２（ｃ）に示されるように、電気機器９０の給電量が５Ｗのとき
、マーキング２７としては、２本の細線２８Ａ，２８Ｂが互いに平行となるように形成さ
れている。
【０１１８】
　本実施形態の給電制御処理では、認証状態において、抽出画像と、図１２（ａ）～（ｃ
）に示す認証時設定画像とをそれぞれ比較する。そして、抽出画像がこれら認証時設定画
像のうちのいずれに一致するか判定する。そして、一致した認証時設定画像に応じて、充
電装置２は電気機器９０に供給する給電量を制御する。
【０１１９】
　本実施形態によれば、第１実施形態～第４実施形態の効果（１）～（１１）に加え、以
下の効果を奏することができる。
　（１２）本実施形態では、電気機器９０のハウジング９１に形成されたマーキング２６
～２８に応じて、充電装置２から電気機器９０に供給される給電量の大きさを制御する。
したがって、給電量の大きさが異なる複数の電気機器に対して１つの充電装置２にて給電
することができる。
【０１２０】
　（その他の実施形態）
　本発明の非接触給電装置の具体的な構成は、上記各実施形態の内容に限定されるもので
はなく、例えば以下の変更が可能である。また、以下の変形例は、上記各実施形態につい
てのみ適用されるものではなく、異なる変形例同士を互いに組み合わせて実施することも
できる。
【０１２１】
　・第１実施形態では、第１壁部１２に撮像ユニット４０を設けているが、第１壁部１２
に代えて第２壁部１３に撮像ユニット４０を設けることもできる。
　・第１実施形態の給電制御処理では、検出領域ＳＲ１の分散値ＤＳ１と待機時設定画像
Ｇ１の検出領域ＳＲ２の分散値ＤＳ２との差により検出領域ＳＲ１と検出領域ＳＲ２との
比較を行ったが抽出画像と待機時設定画像Ｇ１との比較はこれに限られない。例えば、抽
出画像の各画素の画素値と待機時設定画像Ｇ１の画素値とを比較してもよい。具体的には
、抽出画像の各画素の画素値と待機時設定画像Ｇ１の対応する画素の画素値との差を算出
する。そしてこの差が閾値以上のとき、抽出画像の画素と待機時設定画像Ｇ１の画素とが
異なる旨判定する。そしてこの異なる画素の総数が判定値以上のとき、抽出画像と待機時
設定画像Ｇ１とが異なる、すなわち充電装置２に異物が存在する旨判定する。ここで、閾
値は、検出領域ＳＲ１と検出領域ＳＲ２とが異なると判定するための値であり、実験等に
基づいて予め設定される。また、判定値は、抽出画像と待機時設定画像Ｇ１とが異なると
判定するための値であり、実験等に基づいて予め設定される。また、これは検出領域ＳＲ
１と認証時設定画像Ｇ２との比較についても同様である。
【０１２２】
　・第１実施形態の給電制御処理では、ステップＳ２０である異常領域総数ＣＴ２が異常
領域総数ＣＴ１よりも多いとき、待機状態である旨判定したが、異常領域総数ＣＴ２が異
常領域総数ＣＴ１以上のとき、待機状態である旨判定することもできる。この場合、異常
領域総数ＣＴ２が異常領域総数ＣＴ１よりも少ないとき、認証状態である旨判定する。
【０１２３】
　・第２実施形態において、撮像ユニット８０を設けることもできる。この場合、各実施
形態の給電制御処理は、第３実施形態の給電制御処理と同様の処理となる。
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　・第２実施形態の給電制御処理において、ステップＳ１１０である平均値の差ΔＡＴが
基準範囲ＡＸ内かつ分散値の差ΔＤＴが基準範囲ＤＸ内か否かの判定を省略することもで
きる。この場合、ステップＳ１３０である所定領域ＱＴと異物画像ＧＸとが一致するか否
かの判定は省略されない。
【０１２４】
　・第２実施形態の給電制御処理において、ステップＳ１３０である所定領域ＱＴと異物
画像ＧＸとが一致するか否かの判定を省略することもできる。この場合、ステップＳ１１
０である平均値の差ΔＡＴが基準範囲ＡＸ内かつ分散値の差ΔＤＴが基準範囲ＤＸ内か否
かの判定は省略されない。
【０１２５】
　・第３実施形態では、第１壁部１２の壁面１９と第２壁部１３の壁面１５とが互いに平
行となるように設けられたが、壁面１９，１５が設けられる態様はこれに限られない。第
１壁部１２の壁面１９と第２壁部１３の壁面１５とが平行でなくてもよい。要するに、壁
面１５，１９が互いに対向する位置となるように設けられていればよい。
【０１２６】
　・第３実施形態では、第２壁部１３に撮像ユニット８０が設けられたが、撮像ユニット
８０が設けられるハウジング１０の位置はこれに限られない。例えば、撮像ユニット８０
は以下のように設けることもできる。すなわち、第１壁部１２および第２壁部１３を左右
方向に連結するように搭載面１１Ａの前後方向の両端に第３壁部および第４壁部を設ける
。そして、第３壁部および第４壁部の一方に撮像ユニット８０を設ける。第３壁部に撮像
ユニット８０が設けられる場合、撮像ユニット８０の抽出画像は、搭載面１１Ａと第３壁
部と前後方向に対向する第４壁部の壁面とにより構成される。また、第４壁部に撮像ユニ
ット８０が設けられる場合、撮像ユニット８０の抽出画像は、搭載面１１Ａと第４壁部と
前後方向に対向する第４壁部の壁面とにより構成される。このとき、第３壁部および第４
壁部のうちの撮像ユニット８０が設けられる壁部が「第１壁部」に相当する。
【０１２７】
　・また、撮像ユニット４０のＣＣＤ４１（図１参照）と焦点とを結ぶ直線とを「第１撮
影方向」とし、撮像ユニット８０のＣＣＤ８１（図９参照）と焦点とを結ぶ直線とを「第
２撮影方向」とする。このとき、充電装置２の搭載面１１Ａと平行な仮想面上において、
第１撮影方向と第２撮影方向とが互いに交差するように撮像ユニット４０，８０のそれぞ
れを設けることもできる。このとき、ＣＣＤ４１と対向する位置に第２壁部１３が設けら
れている。また、ＣＣＤ８１に対向する位置に第１壁部１２が設けられている。この構成
によれば、第３実施形態の効果（１０）に準じた効果を奏することができる。なお、ここ
で、第２壁部１３は、「第１壁部」に相当する。第１壁部１２は、「第２壁部」に相当す
る。
【０１２８】
　・第４実施形態において、携帯電話３Ａ，３Ｂを前後方向に重ならないように配置する
ように各１次側コイル１６を設けることもできる。この場合、給電制御処理として第３実
施形態の処理を用いる。これにより、第３実施形態の効果（１０）に準じた効果を奏する
ことができる。
【０１２９】
　・上記各実施形態において、マーキング２５～２８を上下方向に延びるように設けるこ
ともできる。この場合、携帯電話３の側面２０Ａ（電気機器９０の側面９２）においてマ
ーキング２５～２８が設けられる前後方向の位置は、撮像ユニット４０が検出できる範囲
において適宜設定することができる。
【０１３０】
　・上記各実施形態において、表示部３０を２つのＬＥＤの点滅および点灯により報知す
るようにしたが、表示部３０の報知方法はこれに限られない。例えば、表示部３０として
ブザー音を併用することもできる。このとき、異物７０（金属異物７１）が検出されたと
き、第２表示部３２の点滅に代えて、ブザー音により報知する。
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　・上記各実施形態では、表示部３０を第１壁部１２の上面１４に設けたが、表示部３０
の位置はこれに限られない。例えば、第１壁部１２の外側面に設けることもできる。要す
るに、非接触給電装置１の外部から視認可能な位置に表示部３０が設けてあればよい。
【０１３２】
　・上記各実施形態において、表示部３０を携帯電話３に設けることもできる。また、表
示部３０を充電装置２および携帯電話３の両方に設けることもできる。
　・上記各実施形態において、搭載面１１Ａおよび壁面１５，１９の模様を省略し、模様
のない同一色の平面として形成することもできる。
【０１３３】
　・上記各実施形態では、撮像ユニット４０を第１壁部１２に設けたが、撮像ユニット４
０が設けられる態様はこれに限られない。例えば、第１壁部１２を省略するとともに、搭
載面１１Ａの左右方向の左方（第２壁部１３から見て第１壁部１２が配置される方向を「
左方」とする）に向かい延びる延長部を設ける。そして、この延長部に撮像ユニット４０
を設けることもできる。
【０１３４】
　・上記各実施形態では、第２壁部１３が搭載面１１Ａの左右方向の端部から上方に向け
て突出する態様であったが、第２壁部１３が設けられる態様はこれに限られない。例えば
、搭載面１１Ａの左右方向の右方（第１壁部１２から見て第２壁部１３が配置される方向
を「右方」とする）の端部において凹部が設けられる。そして、この凹部の右方の端部と
接続するように第２壁部１３が設けることもできる。要するに、搭載面１１Ａと第２壁部
１３とは左右方向に離間して設けることもできる。
【０１３５】
　・上記各実施形態では、待機時異常状態である旨判定したとき、および認証時異常状態
である旨判定したとき、低減処理として、充電装置２から二次電池２２への給電を停止し
たが、低減処理を次のように変更することもできる。すなわち、認証時通常状態の給電量
を「通常給電量」とし、認証時異常状態の給電量を「補正給電量」として、認証時異常状
態である旨判定したときには、補正給電量を「０」よりも大きくかつ通常給電量よりも小
さくすることもできる。このときの補正給電量の低減方法としては、例えば、１次側コイ
ル１６に供給する交流電力の周波数を小さくして単位時間当たりの給電量を低減する間欠
充電を用いるものが挙げられる。
【０１３６】
　・上記各実施形態において、ＣＣＤ４１に代えてＣＭＯＳセンサを用いることもできる
。ＣＭＯＳセンサは、ＣＣＤ４１よりも安価であるため、非接触給電装置１のコストを低
減することができる。
【０１３７】
　・上記各実施形態では、受電装置として携帯電話３を用いたが、充電装置を次のように
変更することもできる。すなわち、携帯ゲーム機、電動歯ブラシ、デジタルカメラ、腕時
計、コードレス電話機、電気かみそり、ノートパソコン等に変更することもできる。
【符号の説明】
【０１３８】
　１…非接触給電装置、２…充電装置（送電装置）、３…携帯電話（受電装置）、１０…
ハウジング（１次側ハウジング）、１１…搭載面、１３…第２壁部、１５…壁面、１６…
１次側コイル、１９…壁面、２０…ハウジング（２次側ハウジング）、２０Ａ…側面、２
０Ｂ…側面、２１…２次側コイル、２３…マーキング（電力量識別部）、３０…表示部、
４０…撮像ユニット（画像撮影部、第１画像撮影部）、５５…メモリ（記憶装置）、７０
…異物、７１…金属異物、８０…撮像ユニット（画像撮影部、第２画像撮影部）、９０…
電気機器（受電装置）、９１…ハウジング、９２…側面。
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